附件：
拟转让发明专利简介

专利1：

一种分立式非对称多谐振荡器电路系统
技术领域
本发明涉及振荡器电路技术领域，具体为满足32.768kHz中等精度时钟信号的一种分立式非对称多谐振荡器电路系统。

背景技术
车载停车计时、环境监控，电子产品开机启动等模块所监测的参数对时间信息的敏感度较弱，均使用中等精度32.768kHz时钟信号(时钟精度0.5％-15％)完成其工作。目前 实现此时钟信号的电路：一是使用石英晶体构成的多谐振荡器电路，石英晶体通过匹配电容的方式，能完全满足时钟信号精度要求，但成本高。二是使用阻容(RC)器件与集成器件构成的多谐振荡器电路，使用RC与集成器件的多谐振荡器电路,结构简单，也能满足中等定时精度时钟信号要求，但存在集成器件利用率不高或占用电路板(PCB)面积大等问题，另外， 当此种电路要进行温度补偿，其结构将相对复杂。

发明内容

本发明的目的是设计一种分立式非对称多谐振荡器电路系统，包括非对称性的RC 器件构成的放电回路和充电回路，两个回路中分别含有分立式器件放电开关管和充电开关管，满足中等精度时钟信号要求，结构简单，器件数目少，成本低，功耗小，且可对其多谐振荡器电路进行温度补偿。 

本发明设计的一种分立式非对称多谐振荡器电路系统包括电源、放电回路和充电回路，放电回路含有放电开关管和放电开关速度控制电阻，充电回路含有充电开关管和充电开关速度控制电阻。

所述放电回路包括二极管，放电电阻，串联积分电阻，串联积分电容和放电开关管。所述二极管阳极连接于所述电源正极、其阴极连接于放电电阻一端；所述放电电阻的另一端连接串联积分电容一端和充电开关管集电极；所述串联积分电容的另一端连接串联积分电阻一端及放电开关速度控制电阻一端，所述串联积分电阻另一端连接放电开关管集电极、充电开关速度控制电阻一端以及充电电阻一端，所述放电开关管基极连接所述充电开关速度控制电阻另一端，所述放电开关管发射极接地。 

所述电源为整个分立式非对称多谐振荡器电路提供供电电压。电源供电电压范围 为1 .8V～12V，优选为4.5V～5.5V。

 所述二极管为1～3个放电回路二极管串联，用于温度补偿和控制放电时间。优选 方案采用1个二极管。

所述放电电阻用于调节放电时间常数和低功耗设定，阻值范围50kΩ～1000kΩ，优选范围为90kΩ～110kΩ。 

所述串联积分电阻用于微调放电时间常数，阻值范围1kΩ～50kΩ，优选范围为 17kΩ～18kΩ。

所述串联积分电容用于调节放电时间常数，电容范围10pF～10000pF，优选范围为  90pF～110pF。 

 所述放电开关管为NPN三极管或者MOS场效应晶体管(MOSFET)。
所述放电开关速度控制电阻用于调节所述放电开关管开启关闭时间，从而控制放电回路的开关速度，阻值范围50mΩ～3×10 7 mΩ，优选范围为50mΩ～60mΩ。

所述充电回路包括充电电阻，串联积分电阻，串联积分电容和充电开关管。其中所述串联积分电阻和串联积分电容与所述放电回路共用。 

所述充电开关速度控制电阻另一端连接于所述充电开关管基极，所述充电开关管发射极接地，所述充电电阻另一端接所述电源正极。 

 所述充电电阻，用于调节充电时间常数和低功耗设定，阻值范围50kΩ～1000kΩ，优选范围为90kΩ～110kΩ。 

所述充电开关管，为NPN三极管或者MOS场效应晶体管(MOSFET)。 

所述充电开关速度控制电阻，用于调节所述充电开关管开启关闭时间，从而控制充电回路的开关速度，阻值范围50mΩ～3×10 7 mΩ，优选范围为50mΩ～60mΩ。 

 与现有技术相比，本发明一种分立式非对称多谐振荡器电路系统具有如下优点： 

满足0 .5％～15％的中等精度时钟信号要求；

非对称性的RC器件与分立器件开关管构成非对称性多谐振荡器电路，电路简单，器件数目少、成本低；

在充、放电回路的输出端增 加充电电阻R1和放电电阻R2，在满足其输出端高低电平要求前提下，可进行低功耗控制；

放电回路中增加二极管，既可控充电时间常数，又能进行温度补偿；

分立器件开关管作为充、放电的通断控制开关，结构简单，器件成本低。

专利2：

可变增益带通放大电路及可增益带通放大电路的切换控制方法

技术领域
本发明涉及一种带通放大电路，特别涉及一种微弱传感器信号处理的可变增益带通放大电路及可增益带通放大电路的切换控制方法。

背景技术
在传感器接收电路中，接收到信号都是很微弱的，为将其微弱信号放大到能被检测的水平时，第一级信号放大需要使用到前置放大电路。经第一级前置放大电路放大的信号，其幅值较小，一般还不能直接用于信号处理和分析。现有的办法是用一级前置放大器放大信号用于后续的信号处理和分析，这样一方面需要使用很高增益带宽的集成运放，高增益带宽的集成运放，其价格也是很昂贵的，这会造成设计成本增加，另一方面，高增益的放大电路，也会增加噪声增益，引入更多的噪声信号，同时，极易造成高频信号部分的不稳定。若在前置放大器后再增加一级固定放大倍数集成运放电路，虽能解决上述问题，但仍存在增益值为一个固定值特性，对于大部分传感器接收信号均存在接收距离越远，信号幅值衰减就越大，经其放大后，信号幅值会出现偏小情况，不能满足后续信号处理和检测的要求；若使用固定大增益的放大倍数，传感器近距离接收时，会导致放大信号饱和失真。若使用集成的增益可调的集成运放，其可调整值是固定的，存在可更改放大倍数的灵活性不够的缺陷。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。 为此，本发明的一个目的在于提出了一种新的可变增益带通放大电路，可以实现增益值可变，在接收距离较远时保证足够大的信号幅值，方便后续信号处理与检测，在传感器近距离接收时，避免放大信号饱和失真的情况。

 为实现上述目的，根据本发明的第一方面的实施例，提出了一种可变增益带通放大电路，包括放大器和并联连接于所述放大器的信号输出端和负向输入端的电容C2、电阻 R2，还包括依次串联于所述放大器的负向输入端和接地间的电容C1、电阻R1，其特征在于还 包括电阻R3、电阻R5、第一可变增益切换电路、第二可变增益切换电路，其中电阻R3一端连接 于电容C1和电阻R1间，电阻R3的另一端连接所述第一可变增益切换电路的输出端，电阻R5一 端连接于电容C1和电阻R1间，电阻R5的另一端连接所述第二可变增益切换电路的输出端，所述放大器的正向输入端接收输入信号Ui，放大器的输出端输出信号Uo，所述第一可变增益切 换电路的输入端接收第一可变增益切换控制信号Uc1，所述第二可变增益切换电路的输入端 接收第二可变增益切换控制信号Uc2，所述电阻R3大于电阻R5的阻值，在接收距离较近时，通过第一可变增益切换电路控制电阻R3与接地端断开或/和第二可变增益切换电路控制电阻 R5与接地端断开。

根据本发明的可变增益带通放大电路，电容C1和电阻R1构成低频通路，电阻R2和电容C2构成负反馈通路，电阻R3接收第一可变增益切换电路切换控制，电阻R5接收第二可变增 益切换电路切换控制；放大器的正向输入端接收来自前置放大电路放大后的传感器信号 Ui，经放大器的输出端输出信号Uo，输出信号Uo经负反馈通路的高频通路电阻R2和电容C2反 馈至放大器负向输入端，再经所述的放大器的负向输入端流向地有三条支路，分别是一是 低频通路电阻R1和电容C1支路，二是通过电阻R3接第一可变增益切换电路支路，三是通过电 阻R5接第二可变增益切换电路支路；在接收距离较远时，通过第一可变增益切换电路控制 电阻R3与接地端导通或/和第二可变增益切换电路控制电阻R5与接地端导通，从而实现输出信号Uo的幅值增高以满足后续信号处理和检测的要求；当接收距离很近时，通过第一可变增益切换电路控制电阻R3与接地端断开或/和第二可变增益切换电路控制电阻R5与接地 端断开，实现输出信号Uo的幅值降低从而避免放大信号饱和失真。

进一步的，所述第一可变增益切换电路包括第一三极管Q1、电阻R4和电阻R7 ,所述第一三极管Q1的集电极输出连接于电阻R3的另一端，所述第一三极管Q1的发射极接地，电阻 R4的一端与所述第一三极管Q1的基极连接，电阻R4另一端连接第一可变增益切换控制信号 Uc1，电阻R7一端与所述第一三极管Q1的基极连接，电阻R7另一端接地；所述第二可变增益切换电路包括第二三极管Q2、电阻R6和电阻R8 ,所述第二三极管Q2的集电极输出连接于电阻R5 的另一端，所述第二三极管Q2的发射极接地，电阻R6的一端与所述第二三极管Q2的基极连 接，电阻R6另一端连接第二可变增益切换控制信号Uc2，电阻R8一端与所述第二三极管Q2的基 极连接，电阻R8另一端接地。

  进一步的，所述第一可变增益切换电路还可以包括金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET)Q1、电阻R4和电阻R7 ,所述金属氧化物半导体场效应管Q1的漏极输出连接于电阻R3 的另一端，所述金属氧化物半导体场效应管Q1的源极接地，电阻R4的一端与所述金属氧化物 半导体场效应管Q1的栅极连接，电阻R4另一端连接第一可变增益切换控制信号Uc1，电阻R7一 端与所述金属氧化物半导体场效应Q1的栅极连接，电阻R7另一端接地；所述第二可变增益切 换电路包括金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)Q2、电阻R6和电阻R8 ,所述金属氧化物半导体场效应管Q2的漏极输出连接于电阻R5的另一端，所述金属氧化物半导体场效应管Q2的源极接地，电阻R6的一端与所述金属氧化物半导体场效应管Q2的栅极连接，电阻R6另一端连接 第二可变增益切换控制信号Uc2，电阻R8一端与所述金属氧化物半导体场效应Q2的栅极连 接，电阻R8另一端接地。 

本发明的可变增益带通放大电路可实现其带通滤波放大功能，其中三极管Q1、三 极管Q2为开关管，第一可变增益切换电路的第一可变增益切换控制信号Uc1控制三极管Q1的通断，以实现电阻R3接地与否，第二可变增益切换电路输出端输出的第二可变增益切换控 制信号Uc2控制三极管Q2的通断，以实现电阻R5接地与否，进而实现低频通路中电阻值大小 的自动切换调整，最终实现，放大器的输出端输出信号Uo幅值大小的调整。 

本发明第二方面的目的在于提出如前所述的可增益带通放大电路的切换控制方法，包括如下步骤：S10:根据系统对输出信号Uo幅值要求，设置第一触发阈值Uth1和置第二 触发阈值Uth2作为启动和停止第一可变增益切换电路和第二可变增益切换电路的切换电 压，其中Uth2＞Uth1；S20:若输出信号Uo的幅值低于阈值Uth1，所述的第一可变增益切换电路 的控制信号Uc1或/和第二可变增益切换电路的控制信号Uc2才启动切换；S30:若输出信号Uo 的幅值大于Uth2，所述的第一可变增益切换电路的控制信号Uc1或/和第二可变增益切换电路的控制信号Uc2将停止切换。 

进一步的，在于步骤S20中，包括步骤S21:首先控制信号Uc1启动所述第一可变增益切换电路切换，使得电阻R3与所述电阻R1并联，再判断输出信号Uo的幅值是否低于阈值Uth1； S22:若输出信号Uo的幅值仍然低于阈值Uth1，则控制信号Uc1停止所述第一可变增益切换电路切换，而控制信号Uc2启动所述第二可变增益切换电路切换，使得电阻R5与所述电阻R1并 联，再判断输出信号Uo的幅值是否低于阈值Uth1；S23：若输出信号Uo的幅值仍然低于阈值 Uth1，控制信号Uc1启动所述第一可变增益切换电路切换，控制信号Uc2启动所述第二可变增益切换电路切换，此时电阻R3、电阻R5与电阻R1一起并联。 

 进一步的，在于步骤S30中，包括步骤S31：首先控制信号Uc2停止所述第二可变增益切换电路切换，使得只有电阻R5与电阻R1并联，再判断输出信号Uo的幅值是否高于阈值Uth2； S32:若输出信号Uo的幅值仍然大于阈值Uth2，则控制信号Uc1启动所述第一可变增益切换电路切换，而控制信号Uc2停止所述第二可变增益切换电路切换，使得电阻R3与所述电阻R1并 联，再判断输出信号Uo的幅值是否高于阈值Uth2；S33：若输出信号Uo的幅值仍然大于阈值 Uth2，则控制信号Uc1停止所述第一可变增益切换电路切换，而控制信号Uc2停止所述第二可变增益切换电路切换，电阻R3、电阻R5都不与电阻R1并联。
本发明的可增益带通放大电路的切换控制方法通过设置输出信号Uo触发阈值，并根据触发阈值启动和停止切换可变增益切换电路，使得不论是在距离较远或是距离较近时放大器的输出信号都保持在合适的幅值范围内。

 本发明与现有技术相比具有以下优点和有益效果： 

本发明采用三极管或MOSFET器件作为增益切换控制电路，通过改变低频通路的阻值，实现放大器在通频带内的增益可调。

 本发明增益切换控制信号获取，可通过软件判断或硬件比较等触发方式获取， 可快速进行切换和关闭切换，且方便，灵活性高。 

本发明增益切换电路的控制电路使用三极管结构，它可实现稳定切换，其结构 简单，体积较小，成本低。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践

